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Aşqarlanmamış və aşqarlanmış GaSe nümunələrdə lüminessensiyanın 

spektral asılılıqları çıxarılmışdır, spektrın uzundalğalı sərhəddi müəyyən 
edilmiş, Sn aşqarının uzundalğalı sərhəddə təsiri müəyyənləşmişdir. 

Məlum olduğu kimi AIIIBVI sinfinə daxil olan GaSe kristalı layvari quru-
luşda kristallaşır [1.2]. Hər bir lay Se-Ga-GaSe ardıcıllıqları ilə yerləşmiş dörd 
atom müstəvisindən ibarət olur. Lay daxilində atomlar bir-biri ilə kiçik Kulon 
qüvvələri əlavə olmaqla zəif Van-Der-Vaals rabitəsi ilə birləşir. Hər bir lay 
daxilində atomların düzülüşü D3h1 (6m2) fəza quruluşuna uyğun gəlir. Bir lay 
daxilində Ga atomu digər Ga atomu və tetraedrik olaraq üç Se atomu ilə əhatə 
olunmuşdur. Laylarin bir-biri ilə birləşməsindən asılı olaraq müxtəlif modifika-
siyalar yaranır. Şəkil 1-də bir lay daxilində atomların düzülüşü verilmişdir. [1]  

GaSe kristalında hər bir alt layın kənarında olan Se atomu aşağıda 
yerləşən üç metal atomu ilə doymuş kovalent rabitə yaradır və bunun 
nəticəsində aşqarlanmamış monokristalların təbii səthində qırılmış əlaqələr və 
“ boş qollar ” olmur. Bu səbəbdən kristalın səthi kənar atom və molekulların 
kimyəvi adsorbsiyasına qarşı aktiv olmur. Bu isə öz növbəsində mürəkkəb 
tərkibli oksid təbəqələrinin və adsorbsiya olunmuş atomların yaranma im-
kanını aradan qaldırır. 

GaSe kristalına aşqar vurulduqda onun xassələrində ciddi dəyişikiklər 
görünür. Baxılan işdə GaSe(Sn) GaSe(Ge) monokristalında infraqırmızı ob-
lastda lüminissensiyaya baxılmışdır. Aşqarlanmamış GaSe kristalında aşqar lü-
minessensiya müşahidə olunur. Lüminessensiyanın spektral asılılığının mak-
simumuna uyğun enerji ( h𝜗𝑚) texnologiyadan asılı olaraq dəyişir. (şəkil 2a), 
GaSe kristalına aşqar vurulduqda isə yalnız bir maksimum müşahidə olunur. 
(h𝜗𝑚 =0.96 eV) (şəkil 2b)  

 

 

 

Şək. 1. GaSe birləşməsinin dördlaylı 
paketinin strukturu 

Şək. 2. Aşqarlanmamış və aşqarlanmış 
GaSe monokristalının aşqar 

fotolüminessesesiyası 
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Müxtəlif araşdırmalardan sonra müəyyən olunmuşdur ki, GaSe(Sn) 
kristalında h𝜗𝑚 =0.96 eV enerjidə müşahidə olunan lüminessensiya sərbəst 
deşiklərin yavaş mərkəz rolunu oynayan r- rekombinasiya mərkəzləri tərə-
findən zəbt olunması nəticəsində müşahidə olunur. Məhz bu mərkəzlər tədqiq 
olunan maddənin fotohəssaslığını təmin edir [2]. Ge aşqarlanmış GaSe kris-
tallarında lüminessensiyanın maksimumu (GaSe (Ge)) kristallarında 0.94 eV-
da, GaSe (Cu) kristallarında h𝜗𝑚=0.65 və h𝜗𝑚=1.10 eV enerjilərində müşahidə 
olunur. 
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Kvant quyulu lazerlər adi yarımkeçirici lazerlərlə müqayisədə bir çox 
üstünlüklərə malikdir. Bunlardan biri odur ki, onların tezliyini tənzimləmək olur. 
Belə ki, emissiya olunan işıq kvantlarının tezliyi kvant quyusunun ölçüsündən 
asılı olaraq dəyışır. Kvant quyusunda inversiya olunacaq halların sayı həcmi 
yarımkeçirici lazerlərdəkindən xeyli az olduğundan, kvant quyulu lazerdə astana 
cərəyan sıxlığı əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Hal sıxlığının fərqli asılılığına görə, 
belə lazerdə astana cərəyanının yalnız qiyməti deyil, həm də temperaturdan
asılılığı dəyişir. O, daha zəif olur ki, bunun nəticəsində də kəsilməz şüalanma 
yalnız otaq temperaturunda deyil, həm də yüksək temperaturda alınır. Bundan 
əlavə, kvant quyusundaki ikiölçülü elektron qazında invers məskunlaşma 
yaratmaq daha asandır. Buna görə də, belə lazerlər çox qənaətlidir, daha kiçik 
cərəyanla işləyir və sərf olunan vahid enerjiyə müqabil daha çox işıq verir. Belə 
ki, sərf olunan elektrik enerjisinin 60-70%-ə qədəri işığa çevrilir.  

Təqdim olunan işdə qeyri-relyativistik Şredinger tənliyinin həllindən yarım-
keçirici əsəslı kvant quyusunda yükdaşıyıcıların (elektron və deşiklərin) enerji
spektri və dalğa funksiyaları tapılmış, eləcə də hal sıxlığı hesablanmışdır. Bir sıra
müxtəlif yarımkeçirici əsaslı kvant quyusu üçün ədədi hesablamalar aparılmışdır. 
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